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Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu
wytwarzania warstw metalowych na mate-
rjatach izolujących, np. na mice i t. d.,
przyczem warstwa ta składa się z nadzwy¬
czaj drobnych, oddzielonych od siebie czą¬
stek, i stanowi niejako mozaikową siatkę z
oddzielnych kropelek metalu. Siatka taka
może znaleźć zastosowanie zwłaszcza przy
niektórych sposobach telewizyjnego prze¬
kazywania obrazów, gdy przekazywane
obrazy są chwytane przy pomocy kamery
ikonosikopowej. Po poddaniu) odpowiednie¬
mu traktowaniu siatka mozaikowa stanowi
zbiór rozmieszczonych na powierzchni pod¬
łoża elementarnych fotokomórek, wytwa¬
rzających ładunki elektryczne zależnie od

chwilowego oświetlenia. Ładunki te mogą
być następnie stosowane do> rozrządzania
nadajnika we właściwy sposób.

Sporządzanie warstw metalowych z
najdrobniejszych cząstek jest związane ze
znacznemu trudnościami, zarówno jeśli cho¬
dzi o wybór materjału warstwy izolującej,
jak o sposób tworzenia oddzielonych od
siebie cząstek metalu.

Można stosować mikę jako warstwę
izolującą. Zastosowanie tego materjału po¬
woduje jednak trudności przy ogrzewaniu
w celu rozdrobnienia warstwy metalowej
na elementarne cząstki, z powodu małej
odporności miki na zmiany temperatury,
oraz z powodu właściwości jej powierzeń-



ni. Zastosowanie maszyn nacinających lub
metod, chemicznych do ^tworzenia odpo¬
wiedniego roizdrobmicnia! powierzchni me¬
talowej często również nie udaje się z po¬
wodu zbyt słabego przylegania metalu do
miki.

Sposób, stanowiący przedmiot niniej¬
szego wynalazku, nie posiada tych wad.

Według wynalazku jako warstwy die¬
lektryczne stosuje się blaszki miki lub inne
odpowiednie podkładki, np. ceramiczne
lub z pewnego gatunku sękła. i t. d., przy-
czem dobrze jest używać podkładek pole¬
rowanych. Na podkładce takiej osadza się
w odpowiedni sposób warstwę metalu, np.
srebra, miedzi i t. d. Metalizację taką o-
trzymuje się np. metodą chemiczną przez
rozpylenie katodowe lub termicznie przez
osadzanie pary odpowiedniego metalu. Me¬
talizowane płytki ogrzewa się następnie do
wysokiej temperatury w atmosferze obo¬
jętnego gazu lub w próżni. Jeżeli warstwa
metalu posiada stosunkowo dość znaczną
grubość, tak iż nie jest już przezroczysta,
to temperatura musi być podniesiona bar¬
dzo znacznie, aby osiągnąć szybkie stopie¬
nie metalu (w razie użycia srebra do 1000°),
przy Iftórem warstewka metalu, uprzednio
jednolita i pozbawiona określonej struktu¬
ry, przekształca się na bardzo równomierną
mozaikę, składającą się z maleńkich, izolo¬
wanych od! siebie kropelek metalu o bardzo
małej średnicy. Według wynalazku ogrze¬
wanie to przeprowadza się nadzwyczajnie
szybkoi w piecu elektrycznym, najlepiej
przez użycie prądów wirowych o wielkiej
częstotliwości. Ogrzewanie to>. uskutecznia

.się przytem nie wprost, lecz pośrednio
przez promieniowanie odpowiedniej płytki
ogrzewającej. Przy bardzo cienkich war¬
stewkach metalowych można zastosować
znacznie niższe temperatury, co wobec ma¬
łej wytrzymałości miki w wysokiej tempe¬
raturze jest korzystne, o ile się stosuje pod¬
kładki z tego materjału. Przy zastosowaniu
podkładek z innych materjałów, np. z ma¬

terjałów ceramicznych, szkła i t, d., dobrze
jest wygładzić powierzchnię podkładki
przez polerowanie, aby przyśpieszyć two¬
rzenie §ię ziarnek metalu podczas ogrzewa¬
nia.

Według wynalazku można również osa¬
dzać warstwę metalu na ogrzanej podkład¬
ce tak, iż tworzą się odrazu kropelki me¬
talu; przy zastosowaniu miki należy jed¬
nak dać pierwszeństwo sposobowi, opisa¬
nemu wyżej, przed ogrzewaniem osadzo¬
nego już uprzednio metalu.

Inny sposób tworzenia ziarnek polega
według wynalazku na tern, że cienką war¬
stewkę srebra, osadzoną np. na podkładce
mikowej, poddaje się kolejno utlenianiu i
redukcji. Sposób ten najlepiej jest wyko¬
nywać przez wyładowywanie jarzeniowe
w rozrzedzonej atmosferze wprowadzane¬
go' na zmianę tlenu i wodoru pod odpo-
wiedniem ciśnieniem (około- 1 mm słupa
rtęci). Kolejne utlenianie i redukowanie
możnaby też do pewnego stopnia zastąpić
przez ogrzewanie do odpowiedniej tempe¬
ratury; posrebrzoną płytkę ogrzewa się
wówczas z początku do temperatury two¬
rzenia się tlenku srebra, poczem ogrzewa
się ją dalej w próżni, aż tlenek srebra u-
legnie dysocjacji; wtedy temperaturę zno¬
wu się obniża i t. d. Przy przeprowadzaniu
sposobu wyładowywania jarzeniowegoi naj¬
lepiej jest ustawić warstwę srebra, której
chce się nadać strukturę ziarnistą, naprze¬
ciwko płytki, służącej jako anoda, wsta¬
wiając pomiędzy nie katodę, w postaci kra¬
ty. Katoda nie posiada przytem połączenia
elektrycznegio z warstwą srebra, Warstwa

, ta mogłaby też być użyta sama jako kato¬
da. Okazało się jednak, że sposób ten po¬
siada tę niedogodność, że proces utleniania
lub redukowania odbywa się energiczniej
wpobliżu miejsca połączenia przewodu, do¬
prowadzającego prąd, z warstwą srebra,
niż w innych miejscach. Jako ostatni za¬
bieg po wytworzeniu oddzielnych cząstek
srebra dobrze jest przeprowadzić lekkie
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utlenienie, dzięki któremu otrzymuje się
warstwę, nadającą się dobrze do naczula-
nia świetlnego.

Na rysunku przedstawiono schematycz¬
nie dla przykładu urządzenie do wykony¬
wania sposobu według wynalazku. Na fig. 1
przedstawiono płytkę ogrzewającą 1, która
ogrzewa przez promieniowanie warstwę
srebra 2, nałożoną na podkładkę 3, np. na
podkładkę z miki. Ponieważ ogrzewanie
następować musi raptownie, przeto dobrze
jest wywołać je zapomocą prądów wiro¬
wych przy pomocy cewki 4 wielkiej często¬
tliwości.

Na fig. 2 przedstawiono urządzenie do
wykonywania sposobu, opartego na wyła¬
dowywaniu jarzeniowem. Elektroda 5 słu¬
ży tu jako anoda, naprzeciwko której znaj¬
duje się katoda 6. Warstwa metalowa 7,
której ma być nadana budowa ziarnista
jest umieszczona w obszarze wyładowania,
powstającego w razie napełnienia go odpo¬
wiednim gazem. Warstwa metalowa 7 jest
osadzona na podkładce 8.

Na fig. 3 i 4 przedstawiono podkładkę
z warstwą metalową. Cyfrą 9 oznaczono
warstwę izolującą, służącą jako podkładka
okładek 10 i 11. Okładka W stanowi przy-
tern warstewkę metalową, rozdzieloną na
najdrobniejsze cząstki elementarne, pod¬
czas gdy podkładka 11 służy jako po¬
jemnościowa okładka przeciwnego znaku
komórki fotoelektrycznej.

Na podstawie doświadczeń okazało się,
iż bardzo! dogodną jest następująca odmia¬
na sposobu.

Dokładnie oczyszczoną i odtłuszczoną
płytkę mikową pokrywa się przez odparo¬
wywanie warstewką srebra grubości mniej
więcej 0,01 — 0,1 ju. Najlepsze rezultaty
osiągnięto z warstewką o grubości średniej,
a więc wynoszącej 0,03 —< 0,05 jll. Osadza¬
nie warstwy z pary metalu odbywa się w
naczyniu, z którego wypompowano powie¬
trze, przyczem odległość między płytką
mikową, na której ma być osadzona war¬

stwa metalowa, a piecem* w którym zacho¬
dzi przeprowadzanie metalu w parę, jest
dość znaczna, tak iż osiąga się równomier¬
ny nalot. Przy pomocy odpowiednich za¬
słon można otrzymać na płytce brzegi izo¬
lujące dowolnego kształtu. Po ukończeniu
osadzania warstwy srebra wpuszcza się do
naczynia nieco tlenu lub powietrza, i ogrze¬
wa się tę część naczynia, w której znajdu¬
je się płytka, do temperatury 400 — 450°C.
Zabieg ten trwa 15 — 30 minut. Po ostu¬
dzeniu można stwierdzić, że warstwa me¬
talu podzieliła się na poszczególne, do¬
kładnie oddzielone od siebie kryształki o
średnicy mniej węcej 1 /*.

Stwierdzono, że dla osiągnięcia tego wy¬
niku konieczne jest nieprzekraczalne po¬
danej powyżej grubości warstwy metalo¬
wej i stosowanie odpowiedniej atmosfery
gazowej.

Jeżeli początkowa grubość warstwy jest
mniejsza, to przy pomocy zwykłych środ¬
ków optycznych nie można stwierdzić żad¬
nej granulacji. Jeśli warstwa jest zbyt
gruba, to granulacja wprawdzie występu¬
je, jednakże cząstki leżą tak gęsto obok
siebie, że potrzebne dokładne ich izolowa¬
nie nie daje się osiągnąć. Przy jeszcze
grubszej (zupełnie nieprzezroczystej) war¬
stwie rozdrobnienie nie da się przy pomocy
tego sposobu wogóle osiągnąć; należy wów¬
czas stosować temperatury, bliskie punktu
topnienia srebra (800 — 10Q0°C), przy¬
czem jest rzeczą bardzo trudną utrzymać
mikę w stanie, zdatnym do użytku. Rów¬
nież i wielkość utworzonych wówczas czą¬
stek jest zupełnie inna.

Stwierdzono też, że nawet przy war¬
stwach odpowiedniej grubości rozdrobnie¬
nie nie następuje, jeżeli zabieg przepro¬
wadza się w próżni (pod ciśnieniem poni¬
żej 10-5 mm słupa rtęci). Obecność pew¬
nej atmosfery gazowej (prawdopodobnie
tlenu) jest więc niezbędna do przeprowa¬
dzenia rozdrobnienia w tak niskiej tem¬
peraturze.
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Płytki mikowi, - pokryte w teti śpósób
siatką srebrną mogą być następnie w zna¬
ny sposób posrebrzone na powierzchni tyl¬
nej, utlenione, naczulone na światło na
przedniej powierzchni siatkowanej i użyte
jako światłoczuła elektroda mozaikowa w
rurkach nadawczych telewizyjnych, zwła¬
szcza zaś w rurkach, znanych pod nazwą
ikonoskopu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób wytwarzania warstw meta¬
lowych, składających się z oddzielnych
bardzo drobnych cząstek, znamienny tern,
że bardzo cienką warstwę| srebra, osadzoną
na podkładce z miki, materjału ceramicz¬
nego lub szkła, ogrzewa się w atmosferze
tlenu do temperatury poniżej 500°C.

2. Odmiana sposobu według zastrz. 1,
znamienna tern, że warstwę metalową, np.
warstwę srebra, osadzoną na podkładce
mikowej, ogrzewa się raptownie mniej wię¬
cej do 1000°C.

3. Sposób według zastrz, 1 i 2, zna¬
mienny tern, że ogrzewanie przeprowadza
się w piecu elektrycznym zapomocą prą¬
dów wirowych wielkiej częstotliwości.

4. Sposób według zastrz. li 2, zna¬
mienny tern, że ogrzewanie przeprowadza
się pośrednio przez promieniowanie na¬
grzanej płytki ogrzewającej.

5. Sposób według zastrz. 1 — 4, zna¬
mienny tern, że warstwę metalową osadza
się na wygładzonej powierzchni podkładki
przez polerowanie.

6. Odmiana sposobu według zastrz. 1,
znamienna tein, że warstwę metalową o-
sadza się na ogrzanej podkładce, np. na
szkle lub materjale ceramicznym, tak, iż

tworzenie się ziarnek następuje podczas
osadzania.

7. Odmiana sposobu według zastrz. 1,
znamienna tem, że warstwę metalową, w
szczególności srebra, osadzoną np. nai pod¬
kładce mikowej, kolejno utlenia się i re¬
dukuje.

8. Sposób według zastrz. 7, znamien¬
ny tem, że utlenianie przeprowadza się w
atmosferze tlenu, redukowanie zaś — w
atmosferze wodoru pod niskiem ciśnieniem.

9. Sposób według zastrz. 1 — 8, zna¬
mienny tem, że podczas ogrzewania, utle¬
niania i redukowania stosuje się ciśnienia
0,1 — 10 mm słupa rtęci.

10. Sposób według zastrz. 7 — 9,
znamienny tem, że podczas utleniania i re¬
dukowania warstwy metalowej poddaje się
ją obróbce termicznej.

11. Sposób według zastrz. 7 — 10,
znamienny tem, że utlenianie i redukowa¬
nie przeprowadza się przez wyładowanie
jarzeniowe naprzemian w atmosferze tlenu
i wodoru pod niskiemi ciśnieniem.

12. Sposób według zastrz. 11, zna¬
mienny tem, że warstwę metalową umie¬
szcza się w obszarze wyładowania jarze¬
niowego poza odcinkiem, utworzonym
przez anodę i katodę.

13. Sposób według zastrz. 1, znamien¬
ny tem, że storuje się warstwę srebra, osa¬
dzoną na, podkładce mikowej i posiadającą
grubość 0,01 — 0,1 fx% poczem warstwę tę
ogrzewa się do 400 — 450°C w odpowied¬
niej atmosferze, np. w powietrzu.

R a d i o a k t i e n g e s e 11 s c h a f t
D. S. Loewe.

Zastępca: Inż. Cz. Raczyński,
rzecznik patentowy.



Do opisu patentowego Nr 23105.
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Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa.
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